






















ン練 とそれに付随するマグノンサイ ドバンドなどの微細構造が現れる｡ (図 1)スピン容
易軸に平行に磁場を加えて行 くと.約10Tから20Tにかけて磁化の増加がみられ (図2)
この磁場領域でのみ図中にAQと示 した吸収緑が観測される｡この吸収線は温度が下がるほ
ど狭い磁場領域で観測され､温度が上がるにつれてその見える磁場範囲が広がる｡この傾
るような磁場においてAQの吸収強度が最大になることから､この吸収禄は前述の磁壁に接
するサイ トでの光吸収によるものと考えられる｡ーこの仮定のもとにAQのエネルギーとその
磁場変化を計算すると､実験結果を非常によく再現することができた｡したがってAQは磁
壁の端でみ られる光吸収である｡
CsFeCl｡･2H20では､10Ⅹ以上で励起されるアンチフェイズ ドメインによってできる磁壁
でも同 じような吸収を観測することができ､磁場下では両者の共存がみられる｡
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